ZINASANU UN TEHNOLOGIJU PARNESES CENTRS

IZSOLES DOKUMENTS
VEIDNE: LU-zPC-F2
29.08.2023.
Riga
Detalizéts IT objekta apraksts
Dokumenta versija: V1_2023
| LICENCEJAMAIS II N-tipa termoelektrisks kompozitmaterials un ta iegtiSana
OBJEKTS*
IDENTIFIKACIJAS NR. LU-2020-004
I DETALIZETS I OBJEKTA | [zoudrojums piedava detalizéto tehnologiska procesa aprakstu, kur$
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lauj iegtt n-tipa termoelektrisko kompozitmaterialu ar uzlabotam

termoelektriskas un elektriskas Ipasibam, palielinot
kompozitmaterialu Z&ébeka koeficientu un samazinot ta elektrisko
pretestibu.

Maisot modificéto CNT tidens Skidumu ar magnétisko maisitaju vai
ultraskanu no 10 Iidz 60 minttém, izveido vienmeérigu modificéto
CNT sadalfjumu $kiduma. Skiduma temperatiiru izgatavoSanas
procesa stabiliz€ robezas no 80 °C lidz 20 °C, izmantojot dzes€Sanu.
Iegiitajam modificeto CNT pildvielas Skidumam pievieno elektrisko
stravu nevadoSu poliméru ar masas dalu no 15 lidz 30 % no
iegiistama kompozitmateriala kop&as masas. Kompozitmateriala
izgatavoSanai ka stravu nevadoS§s polimérs ir piemérots PVS, kuru
pievieno modificéto CNT pildvielas tidens Skidumam, iegiistot no 3
lidz 5 % PV S-tdens dispersiju. Talak nakamaja soli sagatavo attiritu,
ekspluatacijai piemérotu kompozitmateriala plévites pamatni un
uznes kompozitmaterialu uz pamatnes, izveidojot Skidinataju
saturoSu kompozitmateriala plévites sagatavi uz sagatavotas
pamatnes. Skidinataju izdala no iegitas, uz pamatnes uznestas
plévites, Zavejot temperatiira, kura nodroSina iek$€jo spriegumu un
plaisasanas novérSanu. Pieme@rota uUdens izdaliSanai no iegiitas
plévites ir kompozitmateriala temperatiira, kura neparsniedz 30 °C,
zaveéSanu veicot aptuveni no 1 Iidz 3 dienam. N-tipa BixSes
nanodalinas ar termoelektriskam 1pasibam uz CNT uznes ar fizikalo
tvaiku nogulsnéSanas metodi (catalyst-free vapour-solid deposition)
(CVD). Nanodalinu uzneSanu veic speciala krasni, pie noteiktiem
apstakliem veicot kontrolétu Bi2Se3 nogulsnéSanu uz CNT virsmas,
veidojot n-tipa hibridstruktiiras CNT/Bi2Se3. Bi2Se3 masas dala no
48 11dz 99.4 % no CNT/Bi2Se3 masas hibridstruktuira butiski izmaina
modificéto CNT termoelektriskas 1pasibas. Tiek ieglitas modificétas
CNT ar izteiktam n-tipa 1pasibam. CNT/Bi2Se3 hibridstruktiiru
dispergésana PVS matrica lauj no nevado$a poliméra iegiit vadosu
kompozitmaterialu ar izteiktam n-tipa termoelektriskajam 1pasibam,
vienlaikus saglabajot poliméra kompozitmateriala lokanibu.
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Termoelektriska PVS/CNT/Bi2Ses kompozitmateriala sagatave var
sastavét no nevadosa PVS poliméra tidens Skiduma un modificetas
CNT npildvielas dispersijas. CNT parasti ir daudzsienu oglekla
nanocaurulites (MWCNT), kas ar fizikalo tvaiku nogulsnéSanas
metodi (CVD) ir parklatas ar termoelektriska pusvaditaja Bi>Ses
nanostruktiram. Ar Bi;Se; modificétas oglekla nanocaurulites
(CNT/Bi2Se3) veido masas dalu no 15 lidz 30 % no iegiita
kompozitmateriala, un tas ir dispergétas poliméra matricas tilpuma,
kompozitmateriala pagatavoSanas procesa izmantojot magnétisko
maisitaju vai ultraskanu. CNT piedeva PVS poliméru saturoSam
kompozitmaterialam lauj vadit stravu, nodroSinot kontaktus poliméra
matricas tilpuma, savukart modific€Sana ar CNT/Bi,Ses, kur BixSes
masas dala ir no 48 Iidz 99,4 % no CNT/BizSes, lauj iegiit izteiktas
n-tipa termoelektriskds 1paSibas. Kompozitmateriala iegiita
elektriska  vaditspgja padara kompozitmaterialu  piemérotu
izmantoSanai par ekrangjosu pléviti nanoelektriskas ierices. legiito
kompozitmateriala pleéviSu dazadi zavéSanas apstakli istabas
temperattra (no 20 lidz 25 °C) vai paaugstinata temperattra (no 70
lidz 120 °C) ietekmé ieguto termoelektrisko kompozitmaterialu
zusanu. Kompozitmateriala plévites bez iekSgjiem spriegumiem,
plaisaSanas un PVS atdaliSanas no pamatnes veidojas, pakapeniski
izgarojot iidenim no PVS $kiduma, kas notiek no 1 Iidz 3 dienu laika
(vidgji 48 h laika) laboratorijas apstaklos temperatiira no 20 Iidz 25
°C. Citas, paatrinatas zavesanas metodes paaugstinata temperatiira
(no 70 lidz 120 °C) ir iesp&jamas, bet iegilitos rezultatus ir sarezgiti
kontrolét. Paatrinata fidens izgaroSana daudzos gadijumos izraisa
legiitas plévites plaisasanu vai PVS atdaliSanos no pamatnes,
veidojoties iek$€jiem spriegumiem.

I

1T OBJEKTA ATSKIRIBA
NO CITIEM JAU
ZINAMIEM
RISINAJUMIEM/NOVITAT
E

Lokans n-tipa termoelektriskais kompozits sastav no elektriski nevadosa
poliméra ar inovativu hibrido oglekla nanocauruliSu-bismuta selenida
nanodalinu (CNT/BisSes) pildvielu. Pildviela ir izgatavota, izgulsn&jot
BiSes nanostruktiras uz CNT virsmam, kas lauj izveidot nevadosa
poliméra tiklojumu ar labam termoelektriskam 1pasibam, izmantojot 3-4
reiz€s mazak Bi;Ses neka gadijuma, kad tiek izmantots tikai Bi>Ses.
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IT OBJEKTA RISINAJUMA
PRIEKSROCIBAS (PILNS
APRAKSTS)

Kompozita matrica sastav no l&ta, piecejama, biologiski savietojama,
netoksiska, videi draudziga polimeéra, kurs ir izturigs pret apkartgjas vides
ietekmi un lokans. Kombingta CNT-BixSe; pildviela samazina
nepieciesamo Bi,Ses izejvielas daudzumu 3-4 reiz€s salidzinajuma ar
gadijumu, kad tiek izmantota tikai Bi»Ses izejviela un palielina poliméra
matricas mehanisko izturibu.

I OBJEKTA
IEROBEZOJUMI

Kompozitmaterialu nav ieteicams izmantot pie mitrumiem > 70%
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VI 1T OBJEKTA ZIMEJUMI /
ATTELI
Skengjosa elektronu mikroskopa atteli: a) CNT/Bi.Se; pildviela; b) iegiita
n-tipa kompozitmateriala virsma.
leguta lokana n-tipa termoelektriska kompozitmateriala ar CNT/Bi>Se;s
pildijumu fotoattgls.
VII PAPILDU KOMENTARI | e
VI IESNIEGTA II OBJEKTA | Patents LV 15592 B.
I VEIDS, PIESKIRTAIS NR.
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